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Resumo:Esse projeto objetiva a reducédo de area de
silicio utilizada para a fabricagdo de transistores
planares de poténcia por meio do emprego de
geometrias ndo convencionais de MOSFETs com
tecnologia CMOS.

1. Introducao
Circuitos integrados fabricados para fins comesciai
tém geralmente grande parte de sua area de silicio

ocupada por MOSFETSs de poténcia. Existem pesquisas  rigyra 2 — Leiaute utilizando estrutura de MOSFETS
que mostram que a utilizagao de geometrias n&o circulares com sobreposicéo de portas.
convencionais (MOSFETs com portas em anel circular

sobrepostas (O-CGT), Wave, Elipsoidal) ajudam a
reduzir a area usada de silicio [1].

2. Metodologia

Para comprovar a efetividade dessa reducédo de area
de silicio, projetamos MOSFETs planares de poténcia
considerando o0 mesmo fator geométrico, mas
constituidos de transistores com geometrias difesen
tendo assim formatos e &reas distintos, mas com
resposta eletrbnica idéntica. Para a confeccdo dos
desenhos utilizamos o software IC Station da Mentor ~ Figura 3 — Leiaute utilizando estrutura de MOSFETs
Graphics e as regras de projeto AMS 0,35um da circulares com sobreposi¢éo de portas com tap.
MOSIS. Depois que a realizacdo dos leiautes for
concluida, os enviaremos para a fabricacdo e A tabela | faz um comparativo das trés estruturas
realizaremos testes para entender e comparar osapresentas nas ilustragdes anteriores.
comportamentos das diferentes geometrias.

Tabela | — Comparacgéo entre as areas das estruturas

3. Resultados Leiaute Area (um?)
As figuras abaixo mostram o leiaute de transistores Multi-Dedos 1010
planares de poténcia utilizando a técnica conveatio Circular sem tap 888,6
multi-dedos (Figura 1) e o leiaute com equivaldater Circular com tap 848,7
geométrico, mas utilizando leiaute com MOSFETs
circulares com portas sobrepostas (Figuras 2 e 3). 4. Conclusdes

A partir desse resultado, observamos uma
diminuicdo de até 16% na area de silicio apenas
mudando do leiaute convencional para o circularria
reducdo consideravel, que pode gerar uma grande
economia em material e em processo de fabricae#o, s
diferencas no fator geométrico.
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